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요약

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 수평 전계에 의해 액정을 구동하는 횡전계방식(IPS:In Plane Switching

Mode) 액정 표시 장치에 관한 것이다.

본 발명은 제 1 기판 상에 제 1 전극과 제 2 전극을 형성하는 단계와; 상기 제 1 전극 및 제 2 전극 상에 보호막을 형

성하는 단계와; 상기 보호막 상에 이온 빔을 조사하여 배향 처리하는 단계를 포함하여 이루어진다.

그리고, 상기 제 1 기판과 대향한 제 2 기판상에 블랙매트릭스와 컬러필터층과 오버코트층이 형성되며, 상기 오버코

트층 상에 이온 빔을 조사하여 배향 처리하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 공통전극과 데이터전극과 게이트 배선 및 데이터 배선은 스트라이프 형태로 형성할 수 있고, 지그재그 형상으로

형성할 수 있으며, 지그재그되는 수에는 한정되지 않고 꺽이는 수가 적어도 하나 이상으로 형성할 수 있다.

따라서, 본 발명은 상기 보호막 또는 오버코트층 상에 이온 빔을 조사함으로써 제조 비용을 절감할 수 있고, 제조 공

정을 단순화함으로써 제조 수율을 증가시킬 수 있게 된다.

대표도

도 6

색인어

횡전계방식, 액정 표시 장치, 전극 구조, 이온 빔 조사, 유기막, 무기막
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 일반적인 횡전계방식 액정 표시 장치의 단면도.

도 2는 종래 일반적인 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방법을 보여주는 도면.

도 3은 본 발명에 따른 제 1 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 평면도.

도 4는 도 3의 절단면 A-A'를 나타낸 단면도.

도 5는 본 발명에 따른 제 2 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 평면도.

도 6은 본 발명에 따른 제 3 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 평면도.

도 7은 본 발명에 따른 제 4 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 평면도.

도 8은 본 발명에 따른 제 5 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 평면도.

도 9는 본 발명에 따른 제 6 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 평면도.

도 10은 이온 빔 조사 장치를 개략적으로 보여주는 도면.

도 11은 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방법을 보여주는 도면.

<도면의 주요부분에 대한 부호 설명>

209 : 게이트전극

210, 310, 410, 510, 610, 710 : 데이터배선

211, 311, 411, 511, 611, 711 : 게이트배선

213, 313, 413, 513, 613, 713 : 공통전극

214, 314, 414, 514, 614, 714 : 데이터전극

215 : 반도체층

216 : 소스전극 217 : 드레인전극

218, 318, 418, 518, 618, 718 : 제 1기판

219 : 제 2기판

220 : 게이트 절연막 221 : 블랙매트릭스

222 : 칼라필터층 223 : 오버코트층

226 : 제 2배향막 228 : 보호막

229 : 제 1배향막 230 : 액정층

800 : 이온 빔 소스 801 : 캐소드
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802 : 애노드 804 : 이온 빔 인출 매질

805 : 이온 빔 가속 매질 810 : 이온 빔

820 : 기판 821 : 홀더

840 : 진공 용기

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 수평 전계에 의해 액정을 구동하는 횡전계방식(IPS:In Plane Switching

Mode) 액정 표시 장치에 관한 것이다.

일반적으로, 화상 정보를 화면에 나타내는 디스플레이 장치들 중에서 브라운관 표시 장치(혹은 CRT:Cathode Ray T

ube)가 지금까지 가장 많이 사용되어 왔는데, 이것은 표시 면적에 비해 부피가 크고 무겁기 때문에 사용하는데 많은 

불편함이 있었다.

그리고, 오늘날에는 전자산업의 발달과 함께 TV 브라운관 등에 제한적으로 사용되었던 디스플레이 장치가 개인용 컴

퓨터, 노트북, 무선 단말기, 자동차 계기판, 전광판 등에 까지 확대 사용되고, 정보통신 기술의 발달과 함께 대용량의 

화상정보를 전송할 수 있게 됨에 따라 이를 처리하여 구현할 수 있는 차세대 디스플레이 장치의 중요성이 커지고 있

다.

이와 같은 차세대 디스플레이 장치는 경박단소, 고휘도, 대화면, 저소비전력및 저가격화를 실현할 수 있어야 하는데, 

그 중 하나로 최근에 액정 표시 장치가 주목을 받고 있다.

상기 액정 표시 장치(LCD:Liquid Crystal Display)는 표시 해상도가 다른 평 판 표시 장치보다 뛰어나고, 동화상을 

구현할 때 그 품질이 브라운관에 비할 만큼 응답 속도가 빠른 특성을 나타내고 있다.

현재 주로 사용되고 있는 액정 표시 장치 중 하나로 트위스트 네마틱(TN : twisted nematic) 방식의 액정 표시 장치

를 들 수 있다. 상기 트위스트 네마틱 방식은 두 기판에 각각 전극을 설치하고 액정 방향자가 90°트위스트 되도록 배

열한 다음 전극에 전압을 가하여 액정 방향자를 구동하는 방식이다.

그러나, 상기 TN방식(twisted nematic mode) 액정 표시 장치는 시야각이 좁다는 큰 단점이 있다.

그래서, 최근에 상기 협소한 시야각 문제를 해결하기 위하여 여러 가지 새로운 방식을 채용한 액정 표시 장치에 대한 

연구가 활발하게 진행되고 있는데, 상기 방식으로 횡전계방식(IPS:in-plane switching mode) 또는 OCB방식(optical

ly compensated birefrigence mode) 등이 있다.

이 가운데 상기 횡전계방식 액정 표시 장치는 액정 분자를 기판에 대해서 수평을 유지한 상태로 구동시키기 위하여 2

개의 전극을 동일한 기판 상에 형성하고, 상기 2개의 전극 사이에 전압을 인가하여 기판에 대해서 수평방향으로 전계

를 발생시킨다. 즉, 액정 분자의 장축이 기판에 대하여 일어서지 않게 된다.

이 때문에, 시각방향에 대한 액정의 복굴절율의 변화가 작아 종래의 TN방식 액정 표시 장치에 비해 시야각 특성이 월

등하게 우수하다.

이하, 첨부된 도면을 참조로 하여 종래 기술에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치의 구조를 구체적으로 설명한다.

도 1은 일반적인 횡전계방식 액정 표시 장치의 단면도이다.

일반적인 횡전계방식 액정 표시 장치는 제 1 기판(118)과 제 2 기판(119)을 대향 합착하여 상기 두 기판 사이에 액정

층(130)을 주입하여 형성하는데, 먼저, 상기 제 1 기판(118) 상에 금속을 증착한 후 패터닝하여 복수개의 게이트 배
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선과, 상기 게이트 배선에서 분기되어 박막트랜지스터 위치에 게이트전극(109)을 형성한다.

다음으로, 상기 게이트 전극(109)을 포함한 전면에 게이트 절연막(120)을 형성하고, 상기 게이트 절연막(120) 상부에

액티브층(115a)과 오믹콘택층(115b)을 이루는 반도체층(115)을 형성한다.

그리고, 상기 게이트 절연막(120) 상부에 상기 게이트 배선과 매트릭스 구조를 이루도록 데이터 배선(110)을 형성한

다.

이 때, 상기 데이터배선(110) 형성시, 박막트랜지스터의 소스/드레인 전극(116/117)을 동시에 형성한다.

그리고, 상기 게이트 배선에 평행하도록 공통배선과 공통전극(113)을 형성한다.

그리고, 상기와 같이 형성된 제 1 기판(118) 상의 전면에 보호막(128)을 형성시킨다.

이후, 상기 드레인 전극(117)과 전기적으로 연결되며 상기 데이터 배선(110)에 평행하도록 데이터전극(114)을 형성

한다.

그리고, 상기와 같이 형성된 제 1 기판(118) 상의 전면에 제 1 배향막(129)을 형성한다.

한편, 상기 제 2 기판(119) 상에는 빛의 누설을 방지하는 블랙 매트릭스(121)을 형성하고, 상기 블랙 매트릭스(121) 

사이에 적색(Red), 녹색(Green) 및 청색(Blue)의 칼라필터 패턴으로 이루어진 칼라필터층(122)을 형성한다.

그리고, 상기 컬러필터층 상부에는 표면을 평탄화하고 컬러필터층(122)을 보호하는 오버코트층(123)을 형성한다.

다음으로, 상기 오버코트층(123) 상부에 제 2 배향막(126)을 형성한다.

도 2를 참고로 상기 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방법을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 도 1에서 설명된 바와 같은 구조를 가지고 있는 횡전계방식 액정 표시 장치의 상, 하 기판을 제작한다(S100).

그리고, 여러 패턴들이 형성된 기판 상의 이물질을 제거하기 위해 세정 공정(S110)을 행하고, 배향막 인쇄 장치를 이

용하여 기판 상면에 배향막 원료액인 폴리이미드(PolyImide : PI)를 인쇄하는 배향막 인쇄 공정(S120)을 거친다.

다음으로, 상기 배향막 원료액에 고온의 열을 가하여 용매를 건조시키고 경화시키는 배향막 소성 공정(S130)을 행한

다.

이어서, 러빙 장치를 이용하여 소성 처리된 배향막 표면을 일정한 방향으로 문질러 홈을 만들어주는 배향막 러빙 공

정(S140)을 거친다.

상기의 배향막 형성공정이 끝난 후에는, 상부 기판의 가장자리에 접착제 역할을 하는 씰 패턴(seal pattern)을 액정 

주입구를 제외한 나머지 영역에 형성시키 고, 하부 기판에 스페이서(spacer)를 산포한다(S150).

다음, 상기 두 기판을 대향 합착시키는데, 주어진 마진을 벗어나면 빛이 새어나오게 되므로 보통 수 마이크로미터(㎛)

정도의 정밀도가 요구된다(S160).

그리고, 상기와 같이 대향 합착된 기판을 단위셀로 절단하는 셀 절단 공정을 거치게 되는데(S170), 상기 셀 절단 공정

은 완전히 합착된 두 기판을 필요한 크기로 절단하기 위한 것으로, 상, 하부 기판 표면에 라인을 형성하는 스크라이브 

공정과 스크라이브된 라인에 충격을 주어 기판을 분리해내는 브레이크 공정으로 이루어진다.

최종적으로, 상기 단위셀로 절단된 두 기판 사이에 액정을 주입하고 액정이 흘러나오지 않도록 액정 주입구를 봉지하

면 원하는 액정 표시 장치가 완성된다(S180).

여기서, 액정의 물리적 특성은 분자 배열 상태에 의해 변하고, 이로 인해 전계 등의 외력에 대한 응답에도 차이가 생

긴다.

상기와 같은 액정 분자의 성질 때문에 액정 분자의 배열 제어는 액정 물성의 연구에는 물론 액정 표시 장치의 구성상

에서도 필수적인 기술이다.



공개특허 10-2004-0086058

- 5 -

특히, 액정분자들이 일정한 방향으로 균일하게 배향될 수 있도록 하는 러빙 공정은 액정디스플레이의 정상적인 구동

과 화면의 균일한 디스플레이 특성을 결정하는 중요한 요소로써 이에 대한 많은 연구들이 진행되어 왔다.

여기서, 종래 액정 분자의 초기 배열 방향을 결정하기 위한 배향막 형성 과정에 대해서 좀 더 상세히 설명하면 다음과

같다.

먼저, 배향막의 형성은 고분자 박막을 도포하고 배향막을 일정한 방향으로 배열시키는 공정으로 이루어진다.

상기 배향막에는 일반적으로 폴리이미드(polyimide) 계열의 유기물질이 주로 사용되고, 상기 배향막을 배열시키는 

방법으로는 주로 러빙(rubbing) 방법이 이용되고 있다.

이와같은 러빙 방법은 먼저 기판 위에 폴리이미드 계열의 유기 물질을 도포하고, 60 ~ 80℃ 정도의 온도에서 용제를 

날리고 정렬시킨 후, 80 ~ 200℃ 정도의 온도에서 경화시켜 폴리이미드 배향막을 형성한 후, 벨벳(velvet) 등을 감은

러빙포를 이용하여 상기 배향막을 일정한 방향으로 문질러 줌으로써 배향 방향을 형성시키는 방법이다.

이러한 러빙에 의한 방법은 배향 처리가 용이하여 대량 생산에 적합하고, 안정된 배향을 할 수 있는 장점이 있다.

그러나, 상기 러빙 방법은 러빙 진행시 결함이 있는 러빙포가 부착된 로울러를 사용할 경우에는 러빙의 불량이 생기

게 된다.

즉, 상기와 같은 러빙포를 이용한 러빙 방법은 배향막과 러빙포의 직접적인 접촉을 통해 이루어지므로 먼지(particle)

발생에 의한 액정 셀(cell)의 오염, 정전기 발생에 의하여 미리 기판에 설치된 TFT 소자의 파괴, 러빙 후의 추가적인 

세정 공정의 필요, 대면적 적용시의 배향의 비균일성(non-uniformity) 등과 같은 여러 가지 문제점이 발생하게 되어 

액정 표시 장치의 제조시의 수율을 떨어뜨리는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 넌러빙(non-rubbing)방식인 이온 빔 조사 방법을 이용하여 배향막 인쇄 및 러빙 공정을 생략하고 상,하 기

판에 직접 이온 빔을 조사하여 배향함으로써 공정을 단순화하고 러빙 불량에 따른 문제점을 해소하는 횡전계방식 액

정 표시 장치를 제작하는 데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치 제조 방법은, 제 1 기판 상에 제 1 전극과 

제 2 전극을 형성하는 단계와; 상기 제 1 전극 및 제 2 전극 상에 보호막을 형성하는 단계와; 상기 보호막 상에 이온 

빔을 조사하여 배향 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 기판상에 게이트 배선 및 데이터 배선을 교차하도록 형성하는 단계와; 상기 두 배선의 교차 영역에 박막트

랜지스터를 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 전극과 제 2 전극이 스트라이프(stripe) 구조인 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 전극과 제 2 전극이 지그재그(zigzag) 구조인 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 전극과 제 2 전극 및 데이터 배선이 지그재그 구조인 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 전극과 제 2 전극은 지그재그 구조이고, 게이트 배선은 스트라이 프 구조인 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 전극과 제 2 전극 및 게이트 배선이 지그재그 구조인 것을 특징으로 한다.

상기 지그재그 구조는 그 꺽이는 수가 적어도 한번 이상인 것을 특징으로 한다.

상기 박막트랜지스터는 게이트 전극, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 전극은 데이터 전극이고, 상기 제 2 전극은 공통 전극인 것을 특징으로 한다.
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상기 제 1 전극 상에 절연막을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 보호막은 유기 물질 또는 무기 물질인 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 기판과 대향한 제 2 기판상에 블랙매트릭스를 형성하는 단계와; 상기 블랙매트릭스 상에 컬러필터층을 형

성하는 단계와; 상기 컬러필터층 상에 오버코트층을 형성하는 단계와; 상기 오버코트층 상에 이온 빔을 조사하여 배

향처리하는 단계와; 상기 제 1 기판과 제 2 기판 사이에 액정층을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 오버코트층은 유기 물질 또는 무기 물질인 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부한 도면을 참조로 하여 본 발명의 구체적인 실시예에 대해서 상세히 설명한다.

도 3은 본 발명에 따른 제 1 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 평면도이고, 도 4는 도 3의 절단면 A-A'를 나

타낸 단면도이다.

본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는 도 4에서와 같이, 제 1 기판 위에 배열되어 화소영역을 정의하는 데이터

배선(210) 및 게이트배선(211)과, 상기한 게이트배선(211)과 평행하게 화소내에 배열된 공통배선(212)과, 상기한 게

이트배선(211)과 데이터배선(210)의 교차점에 배치된 박막트랜지스터와, 상기한 화소내에 데이터배선(210)과 평행

하게 배열된 데이터전극(214) 및 공통전극(213)으로 구성된다.

여기서, 상기 공통전극(213)과 데이터 전극(214)을 포함하는 제 1 기판(218)상의 보호막은 이온 빔 조사 장치에 의해

서 이온 빔 조사되어 일 방향으로 액정이 배향될 수 있도록 배향처리한다.

상기 공통전극(213)과 데이터전극(214)은 도 3에서와 같이, 스트라이프 형태로 형성할 수 있고, 지그재그 형상으로 

형성할 수 있으며, 지그재그되는 수에는 한정되지 않고 꺽이는 수가 적어도 하나 이상으로 형성할 수 있다.

또한, 상기 데이터 배선도 지그재그 형상으로 형성할 수 있다.

도 4를 참고로 좀 더 상세히 살펴보면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는 제 1 기판(218)과

제 2 기판(219)을 대향 합착하여 상기 두 기판 사이에 액정층(230)을 주입하여 형성하는데, 먼저, 상기 제 1 기판(21

8) 상에 금속을 증착한 후 패터닝하여 복수개의 게이트 배선과, 상기 게이트 배선에서 분기되어 박막트랜지스터 위치

에 형성된 게이트전극(209)을 형성한다.

다음으로, 상기 게이트 전극(209)을 포함한 전면에 게이트 절연막(220)을 형성하고, 그 상부에 액티브층(215a)과 오

믹콘택층(215b)을 이루는 반도체층(215)을 형성한다.

그리고, 상기 게이트 절연막(220) 상부에 상기 게이트 배선과 매트릭스 구조를 이루도록 데이터 배선(210)을 형성한

다.

이 때, 상기 데이터배선(210) 형성시, 박막트랜지스터의 소스/드레인 전극(216/217)을 동시에 형성한다.

그리고, 상기 게이트 배선에 평행하도록 공통배선과 공통전극(213)을 형성한다.

이후, 상기 드레인 전극(217)과 전기적으로 연결되며 상기 데이터 배선(210)에 평행하도록 데이터전극(214)을 형성

한다.

이 때, 상기 공통전극(213)은 데이터전극(214)과 동일 평면상인 게이트 전극이나 소스/드레인 전극과 동일층에 형성

하거나 또는 절연막을 사이에 두고 서로 다른 평면상에 형성할 수 있다.

그리고, 상기 데이터전극(214) 및 공통전극(213)은 빛이 잘 투과되는 투명도전막인 ITO(Indium Tin Oxide) 또는 IZ

O(Indium Zinc Oxide)로 형성하거나, 게이트 전극 또는 소스/드레인 전극을 형성하는 금속으로 형성할 수도 있으며, 

금속의 단일층 또는 이중층으로 형성할 수 있다.

이어서, 상기와 같이 형성된 제 1 기판(218) 상의 전면에 보호막(228)을 형성한다.

여기서, 상기 보호막(228)은 이온 빔 조사 장치에 의해서 이온 빔이 조사되어 소정의 방향으로 배향되어 있다.
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한편, 상기 제 2 기판(219) 상에는 빛의 누설을 방지하는 블랙 매트릭스(221)을 형성하고, 상기 블랙 매트릭스(221) 

사이에 적색(Red), 녹색(Green) 및 청색(Blue)의 칼라필터 패턴으로 이루어진 칼라필터층(222)을 형성한다.

이 때, 상기 블랙 매트릭스(221)는 단위화소 내에 형성된 복수개의 공통전극들 중 가장 바깥쪽에 위치하는 공통전극

의 상부에까지 형성시켜서 빛을 차광한다.

그리고, 상기 컬러필터층(222) 상부에는 표면을 평탄화하고 컬러필터층(222)을 보호하는 유기물질로 이루어진 오버

코트층(223)을 형성한다.

상기 형성된 오버코트층(223) 상부에는 이온 빔 조사 장치에 의해서 이온 빔이 조사되어 소정의 방향으로 배향되어 

있다.

이 때, 상기 보호막(228)과 오버코트층(223)은 유기막인 포토 아크릴(photo-acryl), BCB(benzo cyclobutime)나, 무

기막인 실리콘 산화막(SiOx), 실리콘 질화막(SiNx)으로 형성할 수 있다.

본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는 다양한 전극 배치 구조에 적용할 수 있으며, 이하 도 5 내지 도 9는 횡전

계방식 액정 표시 장치의 다양한 구조를 보여주는 실시예들이다.

도 5는 본 발명에 따른 제 2 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 개략적인 평면도이다.

본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는 도 5에서와 같이, 제 1 기판 위에 배열되어 화소영역을 정의하는 데이터

배선(310) 및 게이트배선(311)과, 상기한 게이트배선(311)과 평행하게 화소내에 배열된 공통배선(312)과, 상기한 게

이트배선(311)과 데이터배선(310)의 교차점에 배치된 박막트랜지스터와, 상기한 화소내에 데이터배선(310)과 평행

하게 배열된 데이터전극(314) 및 공통전극(313)으로 구성된다.

여기서, 상기 데이터 배선(310), 데이터 전극(314), 공통 전극(313)이 스트라이프 구조로 이루어진다.

상기 공통전극(313)과 데이터 전극(314)을 포함하는 제 1 기판(318)상의 보호막은 이온 빔 조사 장치에 의해서 이온

빔 조사되어 일 방향으로 액정이 배향될 수 있도록 배향처리한다.

도 6은 본 발명에 따른 제 3 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 개략적인 평면도이다.

도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는, 제 1 기판 위에 배열되어 화소영역을 정의하는 데이

터배선(410) 및 게이트배선(411)과, 상기한 게이트배선(411)과 평행하게 화소내에 배열된 공통배선(412)과, 상기한 

게이트배선(411)과 데이터배선(410)의 교차점에 배치된 박막트랜지스터와, 상기한 화소내에 데이터배선(410)과 평

행하게 배열된 데이터전극(414) 및 공통전극(413)으로 구성된다.

여기서, 상기 데이터 배선(410)은 스트라이프 구조이며, 상기 데이터 전극(414) 및 공통 전극(413)은 그 꺽이는 수가 

하나 이상인 지그재그 구조로 이루어진다.

상기 공통전극(413)과 데이터 전극(414)을 포함하는 제 1 기판(418)상의 보호막은 이온 빔 조사 장치에 의해서 이온

빔 조사되어 일 방향으로 액정이 배향될 수 있도록 배향처리한다.

도 7은 본 발명에 따른 제 4 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 개략적인 평면도이다.

도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는, 제 1 기판 위에 배열되어 화소영역을 정의하는 데이

터배선(510) 및 게이트배선(511)과, 상기한 게이트배선(511)과 평행하게 화소내에 배열된 공통배선(512)과, 상기한 

게이트배선(511)과 데이터배선(510)의 교차점에 배치된 박막트랜지스터와, 상기한 화소내에 데이터배선(510)과 평

행하게 배열된 데이터전극(514) 및 공통전극(513)으로 구성된다.

여기서, 상기 데이터 배선(510), 상기 데이터 전극(514) 및 공통 전극(513)은 그 꺽이는 수가 하나 이상인 지그재그 

구조로 이루어진다.

상기 공통전극(413)과 데이터 전극(414)을 포함하는 제 1 기판(418)상의 보호막은 이온 빔 조사 장치에 의해서 이온

빔이 조사되어 일 방향으로 액정이 배향될 수 있도록 배향처리한다.

도 8은 본 발명에 따른 제 5 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 개략적인 평면도이다.
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도 8을 참조하면, 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는, 제 1 기판 위에 배열되어 화소영역을 정의하는 데이

터배선(610) 및 게이트배선(611)과, 상기한 데이터배선(610)과 평행하게 화소내에 배열된 공통배선(612)과, 상기한 

게이트배선(611)과 데이터배선(610)의 교차점에 배치된 박막트랜지스터와, 상기한 화소내에 게이트배선(611)과 평

행하게 배열된 데이터전극(614) 및 공통전극(613)으로 구성된다.

여기서, 상기 게이트 배선(610)이 스트라이프 구조이고, 상기 게이트 배선과 기본적으로 평행하게 배열된 데이터 전

극(614) 및 공통 전극(613)은 그 꺽이는 수가 하나 이상인 지그재그 구조로 이루어진다.

상기 제 1 기판(618)상의 보호막은 이온 빔 조사 장치에 의해서 이온 빔 조사되어 일 방향으로 액정이 배향될 수 있도

록 배향처리한다.

도 9는 본 발명에 따른 제 6 실시예로서, 횡전계방식 액정 표시 장치의 개략적인 평면도이다.

도 9를 참조하면, 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치는, 제 1 기판 위에 배열되어 화소영역을 정의하는 데이

터배선(710) 및 게이트배선(711)과, 상기한 데이터배선(710)과 평행하게 화소내에 배열된 공통배선(712)과, 상기한 

게이트배선(711)과 데이터배선(710)의 교차점에 배치된 박막트랜지스터와, 상기한 화소내에 게이트배선(711)과 평

행하게 배열된 데이터전극(714) 및 공통전극(713)으로 구성된다.

여기서, 상기 게이트 배선(710)과, 상기 게이트 배선과 기본적으로 평행하게 배열된 데이터 전극(714) 및 공통 전극(

713)은 그 꺽이는 수가 하나 이상인 지그재그 구조로 이루어진다.

상기 제 1 기판(718)상의 보호막은 이온 빔 조사 장치에 의해서 이온 빔 조사되어 일 방향으로 액정이 배향될 수 있도

록 배향처리한다.

여기서, 전술한 바와 같이, 본 발명에 따른 다양한 구조의 횡전계방식 액정 표시 장치의 상, 하 기판 상에서 배향 처리

는 이온 빔 조사 장치를 이용하여 이루어지며, 도 10은 상기 이온 빔 조사 장치를 개략적으로 보여주는 실시예로서, 

이를 이용한 배향 방법에 대해서 구체적으로 설명한다.

우선, 박막트랜지스터와 화소전극과 공통전극이 구성된 제 1 기판과, 상기 제 1 기판과 대향하고 블랙 매트릭스 및 컬

러 필터를 포함하는 제 2 기판을 제작하여 준비하고, 상기 이온 빔 조사 장치에 기판을 장착하여 이온 빔을 조사한다.

이하, 상기 이온 빔 조사 장치의 구체적인 실시예에 대해서 상세히 설명하고 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.

상기 이온 빔 조사 장치는 진공 용기(840) 내에 있어서 홀더(821)에 고정된 기판(820)에 이온 빔(810)을 조사하도록 

구성된다.

상기 이온 빔 조사 장치는 캐소드(cathode, 801)와 애노드(anode, 802)와 이온 빔 인출 매질(804)과 이온 빔 가속 매

질(805)을 포함하는 이온 빔 소스(Ion beam source, 800)와, 상기 이온 빔 소스(800)로부터 발생되는 이온 빔(810)

이 기판(820)까지 직진하여 조사될 수 있도록 하는 진공 용기(840)와, 상기 진공 용기(840) 내에서 기판(820)이 일정

한 각도를 유지할 수 있도록 고정하는 홀더(821)를 포함하여 이루어진다.

도시되지는 않았지만, 이온 빔(810)이 기판(820)에 조사되는 시간을 조절하기 위하여 이온 빔 소스(800)와 기판(820

) 사이에 셔터(shutter)를 구비하기도 한다.

상기 이온 빔 소스(800)에서는 이온을 발생시키고 이온 빔(810)을 생성하는데, 캐소드(801)와 애노드(802)의 전압 

차에 의해서 주입된 가스를 전리하여 전자와 이온을 포함하는 플라즈마를 생성하고, 생성된 플라즈마에서 이온은 인

출 전극에 의해서 이온 빔 인출 매질(804)의 통과부를 통과하여 이온 빔(810)으로 인출된다.

상기 방전된 플라즈마로부터 인출된 이온 빔(810)은 이온 빔 가속 매질(805)에 걸리는 전계의 작용으로 가속화되어 

기판(820) 상에 일정 각도를 가지고 조사되게 된다.

그리고, 상기 이온 빔의 에너지는 200eV ~ 4000eV 이하로 한다.

여기서, 상기 기판(820)은 조사되는 이온 빔(810)에 대해서 소정의 각도로 기울어지게 되는데, 이로써 상기 이온 빔(

810)을 이용하여 기판(820) 상에서 원하는 배향 방향과 프리틸트각을 갖도록 형성할 수 있으며, 상기 조사 각도는 0

°~90°정도로 한다.
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이 때, 상기 기판(820) 상에는 포토 아크릴, BCB(BenzoCycloButene)와 같은 유기 물질 또는 실리콘 질화막(SiNx), 

실리콘 산화막(SiOx)과 같은 무기 물질이 도포되어 있는데, 상기 이온 빔 조사시에 화학적 또는 물리적으로 반응하여

액정 배 향시에 액정 분자가 일정한 방향성을 가지고 배향되도록 한다.

상기 물질로는 폴리이미드, 폴리아미드(polyamide), 폴리 우레탄(polyuretane), 폴리우레아(polyurea), SiC, SiO₂, 

DLC(Diamond Like Carbon), 글래스(glass), Si 3 N 4 , Al 2 O 3 , SnO₂, CeO₂, ZnTiO₂등으로 형성할 수도 있

다.

이와 같이 상기 기판에는 별도의 배향막이 인쇄되지 않으며, 보호막과 오버코트층으로 형성되어 있는 유기막 또는 무

기막 상에 이온 빔을 조사하여 배향 처리한다.

도 11 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방법을 보여주는 도면이다.

본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치에서, 박막트랜지스터와 화소전극과 공통전극이 구성되어 있는 제 1 기판(

하판) 상에는 보호막이 형성되어 있고, 상기 제 1 기판과 대향하고 소정 위치에 블랙 매트릭스 및 컬러 필터를 포함하

는 제 2 기판(상판) 상에는 오버코트층이 형성되어 있으며, 상기 보호막 및 오버코트층은 포토 아크릴, BCB와 같은 

유기 물질 또는 실리콘 질화막, 실리콘 산화막과 같은 무기 물질로 이루어진다.

먼저, 전술한 바와 같은 구조를 가지고 있는 횡전계방식 액정 표시 장치의 상, 하 기판을 제작(S200)한다.

그리고, 여러 패턴들이 형성된 상, 하 기판 상의 이물질을 제거하기 위해 세 정하는 공정(S210)을 행한다.

이어서, 상기 기판을 이온 빔 조사 장치에 장착시키고 기판에 형성되어 있는 무기막 또는 유기막에 배향 처리를 하는 

이온 빔 조사 공정(S220)을 거친다.

상기의 이온 빔 조사 공정이 끝난 후에는, 상부 기판의 가장자리에 접착제 역할을 하는 씰 패턴(seal pattern)을 액정 

주입구를 제외한 나머지 영역에 형성시키고, 하부 기판 또는 상부 기판에 스페이서(spacer)를 산포한다(S230).

상기 스페이서로는 볼 스페이서 외에 하부기판 또는 상부기판에 유기막인 아크릴, BCB 등을 도포하여 패턴하는 방법

으로 형성하는 칼럼 스페이서(column spacer)를 형성할 수도 있다.

다음으로, 상기 두 기판을 대향 합착시키는 공정(S240)을 거치는데 주어진 마진을 벗어나면 빛이 새어나오게 되므로 

보통 수 마이크로미터(㎛) 정도의 정밀도가 요구된다.

여기서, 액정층 형성 공정은 상기와 같은 주입 방식 외에도 상기 액정층을 적어도 하나의 상, 하 기판에 적하한 후 기

판을 합착하여 형성하는 적하 방식을 이용할 수 있다.

상기와 같은 적하 방법을 이용한 액정층 형성 공정은 기판이나 액정 패널이 대면적화됨에 따라 액정층 형성시간을 감

소시켜 생산성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

이때의 씰 패턴은 액정 주입구가 필요하지 않으므로 폐쇄된 형태로 형성될 수 있으며, 열 경화성 씰런트 또는 UV 경

화성과 열 경화성이 혼합된 씰런트를 적용 하여 UV 조사공정과 열 경화 공정을 거쳐 경화될 수 있다.

그리고, 상기와 같이 대향 합착된 기판을 단위셀로 절단하는 셀 절단 공정(S250)을 거치게 되는데, 상기 셀 절단 공정

은 완전히 합착된 두 기판을 필요한 크기로 절단하기 위한 것으로, 상, 하 기판 표면에 절단 라인을 형성하는 스크라이

브 공정과 스크라이브된 라인에 충격을 주어 기판을 분리해내는 브레이크 공정으로 이루어진다.

최종적으로, 상기 단위셀로 절단된 두 기판 사이에 액정을 주입하고 액정이 흘러나오지않도록 액정 주입구를 봉지하

는 공정(S260)을 행하면 원하는 액정 표시 장치가 완성된다.

이상 전술한 바와 같이, 횡전계방식 액정 표시 장치에서 보호막 또는 오버코트층에 이온 빔을 조사하여 배향 처리함

으로써 간단하게 제작할 수 있으며, 본 발명에 따른 횡전계방식 액정 표시 장치 제조 방법은 이에 한정되지 않으며, 본

발명의 기술적 사상 내에서 당 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함이 명백하다.

발명의 효과
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본 발명은 횡전계방식 액정 표시 장치에서 배향 처리를 별도의 배향막 인쇄 공정없이 무기막 또는 유기막 상에 이온 

빔을 조사함으로써 제조 비용을 절감할 수 있고, 액정 표시 장치 제조 공정을 단순화함으로써 제조 수율을 증가시킬 

수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제 1 기판 상에 제 1 전극과 제 2 전극을 형성하는 단계와;

상기 제 1 전극 및 제 2 전극 상에 보호막을 형성하는 단계와;

상기 보호막 상에 이온 빔을 조사하여 배향 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장

치의 제조 방법.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 기판상에 게이트 배선 및 데이터 배선을 교차하도록 형성하는 단계와;

상기 두 배선의 교차 영역에 박막트랜지스터를 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표

시 장치의 제조 방법.

청구항 3.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 전극과 제 2 전극이 스트라이프(stripe) 구조인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방

법.

청구항 4.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 전극과 제 2 전극이 지그재그(zigzag) 구조인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 5.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 전극과 제 2 전극 및 데이터 배선이 지그재그 구조인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제

조 방법.

청구항 6.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 전극과 제 2 전극은 지그재그 구조이고, 게이트 배선은 스트라이프 구조인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 

액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 7.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 전극과 제 2 전극 및 게이트 배선이 지그재그 구조인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제

조 방법.

청구항 8.
제 4항 내지 제 7항 중의 어느 한 항에 있어서,

상기 지그재그 구조는 그 꺽이는 수가 적어도 한번 이상인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방

법.
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청구항 9.
제 2항에 있어서,

상기 박막트랜지스터는 게이트 전극, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표

시 장치의 제조 방법.

청구항 10.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 전극은 데이터 전극이고, 상기 제 2 전극은 공통 전극인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 

제조 방법.

청구항 11.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 전극 상에 절연막을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 

방법.

청구항 12.
제 1항에 있어서,

상기 보호막은 유기 물질 또는 무기 물질인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 13.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 기판과 대향한 제 2 기판상에 블랙매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 블랙매트릭스 상에 컬러필터층을 형성하는 단계와;

상기 컬러필터층 상에 오버코트층을 형성하는 단계와;

상기 오버코트층 상에 이온 빔을 조사하여 배향처리하는 단계와;

상기 제 1 기판과 제 2 기판 사이에 액정층을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시

장치의 제조 방법.

청구항 14.
제 13항에 있어서,

상기 오버코트층은 유기 물질 또는 무기 물질인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정 표시 장치의 제조 방법.
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专利名称(译) 横向电场型液晶显示装置的制造方法

公开(公告)号 KR1020040086058A 公开(公告)日 2004-10-08

申请号 KR1020030036186 申请日 2003-06-05

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 LEE YUNBOK
이윤복
HAM YONGSUNG
함용성

发明人 이윤복
함용성

IPC分类号 G02F1/1343

优先权 1020030018079 2003-03-24 KR

其他公开文献 KR100963029B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及用于驱动的​​平面切换模式（IPS：In Plane Switching Mode）
液晶显示器，通过横向电场作为液晶显示器的液晶。本发明包括在第一
基板上形成第一电极和第二电极的步骤;在第一电极和第二电极上形成保
护膜的步骤;取向处理是离子束照射在保护膜上的步骤。并且，离子束照
射在外涂层上的取向处理，黑色矩阵，滤色器层和外涂层形成在面对第
一基板的第二基板上可以进一步包括该步骤。公共电极，像素电极，栅
极布线和数据线可以形成条状。它可以形成锯齿形状。并且，在
Zigzaged数量中不受限制且被破坏的数量可以形成为至少一个。因此，
本发明可以降低离子束照射在保护膜或外涂层上的制造成本。并且通过
简化制造工艺来提高制造产量。在平面切换模式中，液晶显示器，电极
结构，离子照射，有机层，无机膜。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bb4f0293-ef82-4ca1-b161-61a034b4edb1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037368951/publication/KR20040086058A?q=KR20040086058A

